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摘 要

光照變化引起半導體材料電導變化的現象稱光電導效應。當光照射到半導體材料時，材料吸收光子的能量，使價電帶電子

躍升為傳導帶電子，引起載流子濃度增大，因而導致材料電導率增大。 光電導在半導體表面的量測位置不同會獲得到不一

樣的實驗結果，我們利用光電導光譜量測發現到此一特性；因為載子傳輸特性會影響到光電導的量測結果。在不同溫度下

量測光電導，我們得到與Varshni’s經驗公式相符的能隙值。我們亦利用電壓電流量測實驗得到樣品的摻雜；與熱激發載

子實驗特性峰值50K處，因摻雜的傳輸載子在穩定與活躍狀態間轉換，而具有的能量約為70meV與先前的實驗結果一致。

光照在不ㄧ樣的位置使不同的載子濃度對光進行復合，因此我們可以透過量測發現半導體中的光學特性。

關鍵詞 : 光電導 ; 霍爾效應 ; I-V特性曲線
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